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Germanium-pnp-Schalttransistor der Bauform A 3/25-b nach TGL 11 811 mit hoher Basle.

Emitter-Spannungsfestigkeit fir mittlere Geschwindigkeiten in logischen Schaltungen.
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Masse ca. 0,8 g
Wc‘jrmewiderstdnd Rthja = 0,5 grd/mW
Grenzwerte; gliltig flir den Betriebstemperaturbereich
Kollektor-Basis-Spannung ~Ucso = 20V
Kollektor-Emitter-Spannung -Ucev = 15VY
UBE - 0,5 V
Emitter-Basis-Spannung ~Uegso = 10V
Kollektorstrom -fe = 50 mA
tavt = 20 ms
Kollektorspitzenstrom -le = 150 mA
Emitterstrom 13 == 50 mA
Sperrschichttemperatur 4 = +-75°C
Betriebstemperaturbereich —25°C bis +65°C
4.70 KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
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Statische Kennwerte Min. Typ Max.
Kollektor-Basis-Reststrom -lcso 15 uA
-Ucs = 15V
Pa = 25°C
Kollektor-Basis-Reststrom -leso 80 pA
-Ucs = 15V
Pa = 45°C
Kollektor-Basis-Reststrom -lcso 800 uA &
-Ucs = 15V é
Pa = 75°C 3
Kollektor-Emitter-Restspannung -Ucerest 05V § °
-Uce = 0 §§
-le = 50 mA 36
Kotlektor-Basis-Stromverhdltnis h21e 28 56 B
~Uce = 0,5V 45 20 C
-le = 50 mA 71 140 D
Dynamische Kennwerte
Rauschfaktor F 25 dB
-Uce =1V
-le = 1mA
f = 1 kHz
Pay == 1 kHz
Einschaitzeitkonstante Ti 1,5 ps
-Uce = 0,5V
-lc = 50 mA
Ausgangskapazitdt C22 15 pF2)
-Ucs =6V
le = 0
f = 0,5 MHz
KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT (ODER)
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Bemerkungen:

1) Beim Umschalten des Transistors aus dem

—/I\CL = 150 mA) in den Sperrzustand

LEin“-Zustand (max.

Verlustleistung,
== 0,5 V) darf die

Widerstandsgerade zwischen beiden Schaltzustdnden nicht die Sperrkennlinie des

Transistors. im negativen Widerstandsbereich schneiden.

2) Der angegebene Grenzwert wird auch fir f = 1 MHz garantiert.

Bestellbeispiel fur einen Transistor
der Stromverstdrkungsgruppe C

Transistor G5 109 C
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